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Совершенствование магниторезистивной памяти с произвольной выборкой (MRAM) является одной из задач спинтроники, открывающей большие перспективы технического использования. Для магнитных битов переход на нанометровый масштаб ставит задачу уменьшения плотности тока, используемого для записи. Кардинальное решение данной проблемы —отказ от записи с помощью магнитных полей, создаваемых токами, или самим спинполяризованным током и переход на запись с помощью электрического поля, прикладываемого к диэлектрическому слою (так называемая MERAM — магнитоэлектрическая память с произвольной выборкой). Обычно задача сводится к переключению намагниченности одного из ферромагнитных слоев, входящих в туннельное магнитное соединение (MTJ), состоящее из двух проводящих ферромагнитных слоев, разделенных диэлектрической прослойкой. Параллельная ориентация намагниченностей этих слоев соответствует меньшему значению туннельного сопротивления и служит для записи ”нуля“, а антипараллельная или взаимно-перпендикулярная ориентация намагниченностей — большему значению сопротивления и используется для записи ”единицы“. Считывание информации происходит путем измерения сопротивления. Для переключения намагниченности одного из ферромагнитных слоев используется дополнительный электрочувствительный слой, соседствующий с выбранным ферромагнитным слоем. 
Мы рассмотрели возможные пути и проблемы создания магниторезистивной памяти с записью электрическим полем. В результате теоретических исследований показано, что наиболее перспективна память на основе компенсированного среза мультиферроика феррита висмута BiFeO3. Малые величины слабого ферромагнитного момента и линейного магнитоэлектрического эффекта в BiFeO3 не являются препятствием для ее реализации. Представляет интерес память, переключаемая с помощью индуцируемых слоем пьезоэлектрика упругих напряжений, в которой используется наличие бистабильности намагниченности ферромагнитного слоя.

